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Abstract：The authors have found that a cellular defect structure is formed on the surface of Sn+ 
ion implanted GaSb at a low temperature and proposed its formation mechanism based on the 
movement of the induced point defects. This research was carried out in order to examine the 
validity of the mechanism by clarifying the eﬀect of the mobility of the point defects on the defect 
formation. The defect structure on the GaSb surface, implanted at cryogenic temperature and 
room temperature, was investigated by SEM and cross-sectional TEM observation．In the sample 
implanted at room temperature, the sponge-like structure （a pileup of voids） was formed and the 
cellular structure, as observed at a low temperature, did not develop. This behavior was explained 
by the high mobility of the vacancies during implantation at room temperature, and the proposed 
idea that the defect formation process is dominated by the induced point defects was conﬁrmed.
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に 60 keV Sn+ イオンを注入した。イオン注入
は低注入量（～４×1014 ions/cm2），高注入量（～









　Fig. １は低温（～ 151 K）と室温でイオン注












みの密度は低温で５× 109 cm－2，室温で 4.5 ×
109 cm－2 であり，壁の厚さは低温で 20 nm，室





これらの密度は 2.7 × 109 cm－2 である。
３．２　断面 TEM観察
　Fig. ２に低温（～ 150 K）と室温でイオン注
入した試料の断面 TEM像（明視野）と制限
視野回折像を示す。注入量はおよそ４× 1014 
ions/cm2 と８× 1014 ions/cm2 である。低注入
量では，低温および室温照射両方の試料表面
に特徴的な構造が形成されていた。低温では
表面の下には直径 50 nm と深さ 70 nm，厚さ












されている。セルの直径は 50 nm，高さは 250 





20 － 30 nm のボイドがパイルアップした構造
が 180 nm の深さにわたって観察された。この
試料では構造下には歪み領域は観察されなかっ












（GaSb の場合Ⅰ；120 K，Ⅱ；160 K，Ⅲ，Ⅳ；
200 K，Ｖ；360 K）（11），（12）。彼は次のように考
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